
3. Гетероструктуры и сверхрешетки
Скейлинг в наноструктуре InGaAs/GaAs с двойной квантовой ямой в режиме квантового эффекта Холла
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Проведены измерения продольного и холловского магнитосопротивлений в режиме квантового эффекта Холла (КЭХ) и исследована температурная зависимость ширины переходов плато-плато 
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 в гетероструктуре n-InGaAs/GaAs в диапазоне магнитных полей 
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 и температур 
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 после ИК - подсветки. В рамках концепции скейлинга [1] ширина перехода между соседними плато КЭХ должна стремиться к нулю при уменьшении температуры по степенному закону 
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, где 
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- критический индекс.

Истинно скейлинговое поведение 
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 наблюдается для переходов плато-плато КЭХ 
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). Значения 
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 прекрасно соответствуют оценкам теоретических работ для случая короткодействующего потенциала электрон - электронного взаимодействия [2]. Наблюдаемую для перехода 
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 линейную зависимость ширины полосы делокализованных состояний от температуры, мы связываем с переходом к крупномасштабному потенциалу с увеличением магнитного поля.
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На Рис.1 представлена диаграмма скейлинга в координатах (
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,

) для образца после ИК – подсветки. Точки, соответствующие фиксированному магнитному полю для шести различных температур в интервале 
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 соединены так, что образовалась совокупность ломаных линий (линий потока).

Симметрия кривой 
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 относительно значения 
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, а также пиковое значение проводимости 
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 прекрасно соответствуют предсказаниям теории для истинно скейлингового поведения электронного газа в режиме КЭХ, что говорит о хорошем качестве образца.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Спин» № 01201463330 и при поддержке РФФИ (проекты № 14-02-31164 и № 14-02-00151).
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Рис. 1. Экспериментальные зависимости � EMBED Equation.3  ��� при фиксированных B.












[image: image19.wmf])

(

,

xy

xx

s

s

_1402902143.unknown

_1402902275.unknown

_1441010990.unknown

_1449058537.unknown

_1451139834.unknown

_1488191981.unknown

_1441011061.unknown

_1402903139.unknown

_1421502261.unknown

_1402902983.unknown

_1402902199.unknown

_1402902212.unknown

_1402902171.unknown

_1402900736.unknown

_1402901852.unknown

_1402902042.unknown

_1396426920.unknown

